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ние этого расчета позволяет получить значение энергии миграции и пред-

экспоненциального множителя в уравнении Аррениуса. 

Четвертым этапом является численное решение уравнения диффузии. 

Полученное решение определяет кинетику перераспределения вакансий в 

окрестности ядра краевой дислокации. Выражения для диффузионных по-

токов, учитывающих нелинейную зависимость коэффициентов диффузии 

от упругой деформации были получены ранее [2]. Уравнение диффузии 

получается путем подстановки этих выражений в уравнение непрерывно-

сти. Используя величины, полученные на втором и третьем этапах, и поле 

деформации, полученное на первом этапе, мы находим пространственную 

зависимость матричных элементов коэффициентов диффузии в окрестно-

сти дислокации.  

Результаты показывают, что распределения вакансий вблизи дислока-

ций имеют довольно сложный характер и позволяют изучать кинетику 

образования сегрегации.  
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ПОРОГОВЫЙ ЭФФЕКТ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ОБЛУЧЕНИИ SiC 

БЫСТРЫМИ ТЯЖЁЛЫМИ ИОНАМИ  
 

Устойчивость SiC к облучению [1] делает его перспективным матери-

алом для применения в радиационно-агрессивных средах. В то же время 

реакция SiC на высокотемпературное облучение ещё полностью не изуче-

на. В представленной работе выполнено моделирование эффектов облу-

чения SiC быстрыми тяжёлыми ионами (БТИ) при разных температурах 

облучения.  
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Монте-Карло код TREKIS-3 [2, 3] с температурно-зависимыми сечени-

ями рассеяния [4] использовался для моделирования прохождения БТИ 

через нагретый SiC в режиме электронных потерь энергии, релаксации 

электронного возбуждения и передачи энергии в решётку. Было установ-

лено, что с ростом температуры облучения увеличивается плотность пе-

реданной энергии атомам материала. Полученный профиль этой энергии 

использовался в качестве начальных условий для последующего молеку-

лярно-динамического моделирования структурных изменений [5] в 

окрестности траектории иона. Показано, что при Tirr > 1800 К вдоль тра-

ектории БТИ образуется цепочка наноразмерных пустот. При этом попе-

речный размер повреждённой области растёт вместе с температурой об-

лучения. Показано, что причиной образования пустот является перенос 

массы дислокациями, выдавливаемыми из ядра трека [6]. 

Полученные результаты демонстрируют неожиданное поведение ма-

териала в экстремальных условиях и подчеркивают необходимость введе-

ния температурного критерия устойчивости SiC к БТИ-облучению.  
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